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1. 기술의 개요

<SiC Schottky Barrier Diode 소자구조
>

<SiC Schottky Barrier Diode 소자 응용
분야>

v 6인치 SiC기반 SBD를 제작하기 위한 소자/공정 기술 
• 1200V/10A급 SiC SBD 소자 시뮬레이션 및 설계기술

• 단위공정 기술: 포토, 박막, 식각 공정 등

• Schottky 컨택 형성 기술

• 소자 제작 기술

v 1200V/10A급 SiC Schottky Barrier Diode는 EV/HEV, PV, UPS, 가전 등에 적용 가능  

▣  6인치 SiC 기반 1200V/10A급 Schottky Barrier Diode 소자기술
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2. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술이전 내용 및 범위
v  기술명: 6인치 SiC기반 1200V/10A급 Schottky Barrier Diode 

소자기술

 

v내용 및 요구성능
• 항복전압 (Repetitive Peak Reverse Voltage, VRRM): >1200V (IR=1m

A/cm2)

• 누설전류 (Reverse Current, IR): <50uA (VR=1200V)

• 구동전류 (Forward Current, IF): >10A

• 순방향 전압 (Forward Voltage, VF): <2.0V (IF=10A)

v  범위
• SiC SBD 소자 설계 레이아웃 및 상세설계서

• SiC SBD 소자 시험절차결과서

• 6인치 SiC기판을 이용한 SBD 소자공정 조건

• SiC SBD 소자 관련 기술문서 (TM, TDP)
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2. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술개발 현황
v 6인치 SiC기반 Schottky Barrier Diode 소자 제작 

<제작 완료 된 소자의 SEM 이미지>

<SiC Schottky Barrier Diode 소자구조
>

<제작 완료 된 6인치 SiC 웨이퍼 및 패키지
>



Proprietary 6

2. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술개발 현황
v 6인치 SiC기반 Schottky Barrier Diode 소자 성능 (역방향)

• 항복전압: >1200V (요구사항 >1200V @ IR=1mA/cm2)

• 누설전류: <20uA (요구사항 50uA @ VR=1200V)

<항복전압 특성> <누설전류 특성>
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2. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술개발 현황
v 6인치 SiC기반 Schottky Barrier Diode 소자 성능 (순방향)

• 순방향 전압: <1.9V (요구사항 <2.0V @ IF=10)

<순방향 전압 특성>
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2. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술 개발 현황
v  기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level) 단계 :  

(   5   )단계
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3. 경쟁기술과 비교

▣ 경쟁기술 대비 우수성
v기술의 특징

• 국내 최초로 6인치 SiC 웨이퍼를 이용하여 소자가 제작

• 6인치 웨이퍼 이용으로 생산성 및 양산화 용이

• 시제품단계 수준으로 상용화 된 국외 기술과는 약간의 성능차이가 나타
남.

     상용화 및 제품화를 위해서는 기술 최적화가 필요함.

<국외 선진사 제품과의 성능 비교> <선진제품과의 스위칭 특성 비교>
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4. 기술의 사업성

▣ 6인치 SiC기반 1200V/10A급 SBD 소자기술
v  예상 응용 제품 및 서비스

• EV/HEV, Solar 등 전력모듈 분야

v  사업성
• 제품화 후 시장진출을 통해 안정적 성장 가능

• 제품라인업 확대를 통한 지속 성장 가능

v  기술이전 업체 조건
• 기술능력: 제품 양산화 기술력 확보 및 전문기술 인력 보유 기업

• 재무능력: 해당사항 없음

v  사업화시 제약 조건
• 소자제조에 필요한 특수공정 (고온이온주입, 초고온열처리) 장비가 필

요
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5. 국내외 시장 동향

▣ SiC 전력반도체 시장동향
v  전체 SiC 소자 시장은 2023년 약 15.8억불 규모 예상 (CAGR 

31%)

v  국내 시장은 전세계 시장의 약 5%를 점유

<SiC 소자 시장 전망, Yole 2018> <SiC SBD 개발 업체, Green Power Electronics 
2017>
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감사합니다.

www.etri.re.kr
※ 하단의 문의처 소개후,  발표후 개별기술 상담이 가능함을 다시 한 번 안내함 

♣ 연락처 : 융합부품기술센터, 원종일 선·연 (042-860-5553, moseho@etri.re.kr)


